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１．概要（Summary） 

電子・正孔チャネルを有するGaN/AlGaN/GaNヘテロ

構造のスーパー接合(SJ)は、高耐圧で低オン抵抗なパ 

ワーデバイスに好適である。我々は、豊田工業大学共同

クリーンルームに設置されたナノテク支援プラットフォーム

の装置を利用して、表面層にMgアクセプタをドーピングし

て結晶成長時に意図せず混入する残留Siドナーを補償

したヘテロ構造SJデバイスの研究を進めた。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

スパッタ（金属、絶縁体）蒸着装置、原子層堆積装置、

洗浄ドラフト一式、マスクアライナ装置、表面形状測定器

（段差計） 
 

【実験方法】 
p型GaN/AlGaN/GaNのSJ構造は、有機金属気相成

長法によりSi基板上に形成した。p型GaN層の厚さは 

140 nm、Mgドーピング濃度は2×1019
 cm-3であり、活性

化した正孔濃度は7×1017
 cm-3である。 

SJダイオードの作製方法を以下に示す。まず、誘導結

合型反応性イオンエッチング(ICP-RIE)を行い、p型GaN
層を一様に除去することで厚さを変えたウエハを作製した。

次に、原子層体積装置を用いてSiO2膜を形成した。次に、

マスクアライナ装置を用いてパターンの転写を行い、フッ

酸緩衝液によりSiO2膜を除去した。そして、ICP-RIEによ

りp型GaN領域の形成と素子間の電気的な分離を行った。

最後に、p型GaN領域上にアノード、AlGaN層上にカ  

ソードを形成した。p型GaN層の厚さ (Tp-GaN)は 20,    

70 nm、ドリフト領域長は6, 8, 12, 16 µmである。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 図1に、Tp-GaNが70, 20 nmのSJダイオードの耐圧特性

のLD依存性を示す。Tp-GaNが70 nmでは、耐圧とLDに相

関はない。これは、過剰なアクセプタによる電界集中の発

生を示唆している。一方、Tp-GaNが20 nmでは、LDの増加

に伴い耐圧は向上した。これは、残留Siドナーをアクセプ

タが補償することで均一な高電界が得られたためと考える。

LDが16 µmで900 Vの高耐圧を獲得した[4-1,4-2]。 

 
   図1．SJダイオードの耐圧特性のLD依存性 
   図6．(Tp-GaNは70 nmまたは20 nm) 
 
４．その他・特記事項（Others） 
 上記研究に加えて、p型GaNゲートAlGaN/GaNダイ 

オード[4-3]、GaN基板上AlGaN/GaN高電子移動度トラン

ジスタ[4-4]、MgドープGaNのレーザー照射によるp型活性

化[4-5]の研究成果を得た。 
[4-1] 川田宗一郎 他, 秋季応物学会, 12p-N305-4 (2021). 
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